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MODELO DE UTILIDAD
por VEINTE afios

en Espafia, a favor de NORTON COMPANY, entidad Estadounidense,
establecida en 1 New Bond Street, Worcester 6, Massachusetts,
U.S.A.3 cuyo Modelo de Utilidad se refiere a:
"PLACA PARA DISPOSITIVO TRITURADOR"
¢0.0.0400

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de Utilidad se refiere a una plg;
ca para un dispositivo triturador, .del tipo de las placas ro-
tatorias de refino empleadas en los aparatos paré la tritura-
cidn o la maceracidn, es decir la fibrilacidn de sélidos sus-
pendidos en un liquido, como por ejemplo de fibras para la ﬂg‘
bricacidén de papel.

La Patente Estadounidense 3,117.603 trata de un apa
rato rotatorio de trituraciédn en“el cual las superficies de -~
trabajo de las placas que giran una con respecto a otra son de
material abrasivo como, por ejemplo, 6xido de aluminio, 6xido
de circonio o caburo de silicio. AUn cuando la Patente Estadg
unidense indica la ménera como pueden emplearse, en tales dis
positivos, materiales abrasivos ligados con material cerdmico
las superficies abrasivas han resultado atacadas por un inde-?“

bido desgaste causado por erosidn de cavitacidn, por lo cual,
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marse una fase matriz continua de carburo de silicio conuna

iy

44709
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a pesar de sus excelentes'caracteristicas para esta aplica-
cidn, no se han impuesto en la précticea.

Ahora bien, se ha comprobado que la indeseable ele
vada rapidez de erosidn de las superficles abrasivas del ti
po anterior de aparatos refinadores de pulpa, u otros apars
tos rotatorios de trituracién, puede evitarse mediante el -
uso de elementos de carburo de silicio en granulos ligados
entre si, en los cuales los poros de la éstructura entre los
grémilos de carburo de silicio estdn llenos de silicio ele-

mental., La estructura resultante constituye lo que puede la

fase continua de medio de impregnacidn distribuido a través
de los poros de la fase matriz.

En el presente Modelo, se prevé una placa para -
dispositivo triturador constitufda por una matriz continua
¥y porosa de carburo de silicio de una porosidad comprendidé
entre el 15 y el 30 %, cuyos poros se encuentran llenos aan
do menoé parcialmente de silicio, carburo de silicio, sili-
ciuro de molibdeno, disiliciuro de tdntalo o siliciuro de -
niobio,

E1l uso de silicio como agente de impregnacidn es
preferido por su baja densidad, sus propiedades fisicas com -
patibles y su resistencia a la erosidn.,

Los elementos de refino tfpicos constituyen ele-
mentos rotatorios unbfcon respecto a otro, que cooperan en-
tre sf, provistos de resaltes y de ramuras en sus superfi-
cies de trabajo, que, durante el funcionamiento, estén sepa
radas de manera'regulable por pocas décimas de micra, como -
se describe en la Patente Estadounidehse 3.117.603.

Los elementos pueden ser moldeados por cclada de
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pasta 1iquida, por colada de barro o por prensado en Seco.

’ 3 . >
Después de la operacidn de moldeo, se seca el cuerpo sin co .

18-

cer, que se encuentra entonces listo para su cochura y su
mltdnea impregnacidn., La centidad requerida de agente de -
impregnacién en forma de grénulos o de polvo, es puesta so-
bre el dorso del cuerpo mencionado ( es decir sobre el lado
contrario al de los salientes y ranﬁras) en una cantidad sufi
ciente para llenar los poros de la matriz de carburo de sili
cio, que oscilan entre-un‘15% y el 30% en volumen de poros -
que comunican entre si. Luego, se calienta el cuerpo en cues
tidn, en una atmésfera inerte al SiC Yy al agente de impregna
cién (por ejemplo, Np, CO, COp), a la temperatura de fusién
del agente de impregnacidén, o a una temperatura més elevada.
Cuando el agente de impregnacidn es silicio, dicha temperatu
ra tiene que ser superior a 2150 2C, para humedecer el SiC.
Se mantiene a esta temperatura ellcuerpo durante 15 a 25 mim
tos, o durante el tiempo suficiente para realigar una im-
pregnacidn completa. El efecto de la cochura es doble: 18 1i
gar por recristalizacidn, el carburo de silicio en una matriz
continua, por lo cualllos cristales grandes crecen a expen-—
sas de los finos, provocando un aumento del tamafio de los -
poros a medida que avanza la recristalizacién, y 29, llenar
los poros cuando el silicio se ha fundido y reducido en su
tensidn superficial én medida suficiente para humédeeer el
carburo .de silieclo y ser atrddo en le estructura por acoidn
capilar,.
Después del enfriamiento, puede eliminarse todo ex

ceso, por. ejemplo, con chorro de arensa.

' vAﬁn cuando el silicio es preferido como agente de

impregnacién, pueden emplearse otros materiales que conten-
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gan silicio, como por ejemplo siliciuros de molibdeno (MoSiop,

Mo3Si), disiliciuro de téntalo, disiliciuro de tungsteno y -
disiliciuro de niobio, Para todos ellos -excepto el disili-
ciuro de tédntalo -, es satisfactoria una temperatura de co-
chura de 2200 2C, Para el disilichwro de téntalo, es satisfac-
toria la de 2400 2C. En alternativa, puede moldearse y cocer-
se un cuerpo de darburo de silicio, impregnarse luego con un
material organico que, al ser caientado, deposite carbono en
los poros, siendo expuesto por fin a silicio para transformar
en carburo de silicio el carbono y el silicio. Este procedi-
miento estd descrito detalladamente en la Fatente estadouni-
dense 3.,205,043. El1l producto resultante puede ser descrito co
mo un cuerpo de carburo de silicio constituido por una matriz
continua autoligada (recristalizada) de carburo de silicio, -
cuyos poros estdn llenos de carburo de silicio.

Se describird ahora una forma de reslizacidn de 1la
invencidn con referencia a los adjuntos dibujos, en los cua-
les:

| La figura 18, es una vista en planta superior de =
una placa tipica segin 1lsa presentie inveneidns

La figura 28 es unsa seceidn parcial por la 1linea -
2-2 de la figurs 18.

Se representa una gzona anular -11- de carburo de si
licio impregnado de silicio elemental.

La superficie de la placa estd provista de ranuras
~12- y de salientes =13~ destinados para cooperar con ranuras
¥y salientes complementarios de una placa similar durante el -

funcionamiento en un aparato de trituracién.
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Se prepara la mezcla siguiente: Partes en peso

Carburo de silicio, particulas de un tama-
fio de 3~4 micras. . ) 50,~

Carburo de silicio, grano de 100-250. (tami

ces Tyler o Standard U.S.A.) 50, -
Silicato de sodio (calidad "N", Philadelphia

Quartz Co.) , 0,1
Agua _ o ‘ 164~

Se vierte la mezcle en un molde de yeso provisto de
los salientes y ranuras necesarios para producir el cuerpo re
presentado en la figura 18. Después de quitarse el cuerpo del
molde, se seca a 1002C. durante 12 horas. Sobre el dorso del
-cuerpo en cuestidn sé ponen granulos de silicio en una canti-
dad igual al 40% del peso del cuerpo sin cocer y se cuece lue
go el cuerpo en una atmésfera de nitrdgeno y de CO a 2200¢cC.,
se impregna durante 20 minutos y se deja enfriar,

Se han hecho mezclas similares a la anterior con -
granos mds bastos, como por ejemplo 10F y 16F, en sustitucidn
del material de tamafio de grano 100-250,

Los cuerpos acabados tlenen una densidad de 2,95 a
3,1 g/cm3, una porosided de O a 2%, una permeabilidad al agua
de 0%, un médulo de eldsticidad de 280,000 a 352,000 Kg/cm? y
un médulo de rotura de 1%5 a 212 kg/cmZ.‘Aﬁn cuando estos cuer
pos tenian porosidades de 0 a 2 %, pueden utilizarse segin la
presente invencidn porosidades de hasta el 5%.

La presente solicitud que corresponde a la presenta
da en Estados Unidos de America con fecha 20 de noviembre de
1.967 bajb el n? 684,340, se acoge a los beneficios del arti-

culo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Ingustrial,
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NOTA::

Se declara como de propiedad y novedad para todo
el territorio espafiol, el contenido de las siguientes

REIVINDICACIONES:

1¢,~ Placa para dispositivo triturador, constitui
da por carburo de silicio, caracterizada por el hecho de que
el carburo de silicio constituye una matriz porosa continue

de una porosidad del 15 al 30% del volumen, y de que los po-

ros estdn 1llenos cuando menos parcialmente de silicio, carbu

ro de silicio, siliciuro de molibdeno, disiliciuro de ténta-
lo‘y disiliciuro de niobio. |

28,.- Placa para dispositivo triturador, segin la -
reivindicacién 18, caracterizada por el hecho de que los po-
ros estéﬁ llenos en cuando menbs un 75% del: volumen,

3§,— "PLACA PARA.DISPOSITIVO TRITURADORY,

Todo éllo, cohforme se describe y reivihdica en la
presente memoria que consta de SEIS hojas, escritas a maqui-
na por una sola de sus caras y dibujos que la ilusiran.

Madrid, 19 de noviembre de 1.968
// S LLNZALEE vAg
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